REZISTOARE MMIC



DOUA TIPURI DE REZISTOARE MESA
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Caracteristici de c.c.
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Calculul rezistentei de c.c.
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ORIENTAREA REZISTORULUI

Mesa Mesa trim
(layer 1) (Iayer 3)

M1 ohmic
(layer 2)

Resistor parallel to FET gates, AW = 0.8 5

Direction of FET gates

Mesa trim

(layer 3) Resistor at 90° to FET gates, AW = 0

Mesa ————>
(layer 1) M1 ohmic

(layer 2)



Modelul electric

R =R, (1+0.013-FREQ)
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Exemplu de proiectare 1

Proiectati un rezistor de 500Q) pentru a fi
folosit intr-un amplificator pe 3 GHz.
Rezistorul trebuie sa treaca 10 mA.

L . =4x5°=100um
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(300x100)+(180x12)+1080 |

W = =69um
481 H




Exemplu de proiectare 2

Proiectati un resistor de 10k, de dimensiuni
mici, pentru a fi utilizat la polarizarea portii
unui FET dintr-un amplificator pe 10 GHz.

R —— 10099 _gg5pn
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(W -AW)R,, ~180L, ~1080

=284 1um
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TOLERANTA

~ (300+50)L, +(180+15)L, +(1080+120)

” W — AW



